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(5 7) Abstract: T he invention relates to a monolithically integrated vertical pin photodiode which is produced according to BiCMOS 
technology and comprises a planar surface (30) facing the light (h ?) and a rear face (31), and anode connections (Al, A2) located 
across p areas (20, 21) on a top face of the photodiode. An i zone of the pin photodiode is formed by combining a low doped first 
p" epitaxial layer (10, d l0 ) which has a maximum thickness of essentially 15?m and a doping concentration of less than 5*10 14 cm 3 
and is placed on a particularly high doped p substrate (10), with a low doped second n" epitaxial layer (9) that borders the first layer 
(10) and has a doping concentration ranging substantially between 10 14 cm' 3 and 10 15 cm 3 , an n + cathode (K) of the pin photodiode 
being integrated into said second layer (9). p areas (20, 21) delimit the second n epitaxial layer (9) in a latent direction while another 
anode-connecting area (A3) of the pin diode is provided on the rear face (31) in addition to the anode connections (Al, A2). 

(57) Zusanmienfassung: Die Erfindung betrift cine monolithisch integrierte vcrtikalc pin-Fotodiode, hergestellt in BiCMOS-Tech- 
nologie, mit einer planaren, zum Licht (hv) gewandten Oberflache (30) und einer RUckseite (31) und mit Anodenanschlussen (Al, 
A2) tiber p-Gebiete (20, 21) auf einer Oberseite der Fotodiode wobei eine i-Zone der pin-Fotodiode gebildet wird durch Kombination 
einer niedrig dotierten, bis maximal im wesentlichen 15um dicken ersten p -Epitaxieschicht (10,d 10 ) mit einer Dotierungskonzentra- 
tion unter 5*10 14 cm" 3 , die sich auf einem - insbesonderem hoch -dotierten - p-Substrat (10) befindet, mit einer an die erste Schicht 
(10) angrenzenden, niedrig dotierten zweiten n*-Epitaxieschicht 
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(9) mil einer Doticrung in einem Bereich von im wcsentlichen 10 14 cm" 3 bis 10 15 cm" 3 , in welche zweite Schicht (9) cine n + -Kathotle 
(K) der pin-Fotodiode eingebracht ist und wobei in einer lateralen Richtung p-Gebiete (20, 21) die zweite n-Epitaxieschicht (9) 
begrenzen und zusatzlich zu den Anodcnanschlussen (Al, A2) ein wcitcrer Anodcnanschlussbereich (A3) der pin-Diode auf der 
Ruckseite (31) vorhanden ist. 



